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Resumen de dispositivos
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Diodo de potencia
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Tiristor SCR (Silicon controlled rectifier)
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GTO (Gate turn-off thyristor)
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IGBT (Isolated Gate Bipolar Transistor)
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Transistor MOSFET
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Resumen de dispositivos
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operacion la corriente Conduccioén

Diodo 4l>|_ Baja/alta Unidireccional

GTO Baja Unidireccional —

i
Tiristor 4[>|\|7 Baja Unidireccional |—\AN\—
W

|
IGBT —| l:‘l Media Unidireccional |

MOSFET I - Alta Bidireccional — W

Y

INDUSTRIALES
ETSII | UPM ENEEEEEEN 8



Resumen de dispositivos
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Campo de aplicacion
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Dispositivos de potencia
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Formas de onda tipicas

ENCENDIDO APAGADO

BLOQUEO CONDUCCION BLOQUEO

....... e
it e e e

Los semiconductores actian como interruptores casi ideales
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Calculo de peérdidas de potencia en semiconductores

QZEND@ APAGADO

BLOQUEO CONDUCCION BLOQUEO
P
:‘> Las pérdidas en conduccion son muy
importantes y faciles de calcular
Las pérdidas en conmutacion (encendido y apagado)
> son importantes solo en altas frecuencias de
operacion. Su calculo preciso es muy dificil
:‘> Las pérdidas en blogueo pueden ser despreciables
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Calculo de pérdidas de potencia en semiconductores

Vak  lak

rPt)=1i @)V, (@)

Normalmente no nos interesa la potencia instantanea sino la potencia media
en un ciclo de conmutacion
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Tecnologia de semiconductores

« Actualmente, la mayor parte de los semiconductores de potencia estan

construidos de silicio (Si). Es la tecnologia mas madura y esta muy optimizada.

» Sin embargo, los nuevos semiconductores basados en carburo de silicio (SiC) y
nitruro de galio (GaN) son potencialmente mejores, especialmente en cuanto a

las pérdidas de potencia en conmutacion (son mas rapidos y producen menos

pérdidas)
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